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【はじめに】反応性スパッタ法で作製したアモ

ルファス窒化炭素（a-CNx）薄膜は興味深い光

学的・電気的性質を有する材料である。我々は、

a-CNx 薄膜の抵抗率が測定雰囲気によって変

化することを見出し、He，N2，Ar，O2，CO2

の各ガス種でその変化の大きさが異なること

を報告した[1, 2]。この現象は、主として a-CNx

薄膜へのガス分子の物理吸着によるものでは

ないかと考えている。しかしながらその吸着サ

イトは未だ不明である。本発表では、a-CNx薄

膜が柱状構造であることに着目し、異なる柱状

構造を有する a-CNx 薄膜のガス応答性につい

て調べた結果を報告する。 

【実験方法】a-CNx薄膜は、反応性高周波マグ

ネトロンスパッタ法を用いて作製した。ターゲ

ットにはグラファイト、反応ガスには窒素ガス

を用いた。成膜温度は 600 
o
Cとした。反応ガ

ス圧を 16 Paから 107 Paの間で変化させ、異な

る柱状構造の a-CNx薄膜を作製した。 

直流電気伝導度測定は、真空チャンバー内で

行い、N2 ガス導入時のチャンバー内圧力は約

19 Paとした。測定温度はヒーターを用いて 30 

o
C に維持した。試料の化学結合状態および組

成比（N/C比）は、X線光電子分光法（XPS）

を用いて評価した。膜厚および柱状構造は、走

査型電子顕微鏡（SEM）を用いて測定した。電

子スピン密度は、電子スピン共鳴法（ESR）を

用いて算出した。 

【結果】本研究で用いた試料の N/C 比は、成

膜条件によらず約 0.3であった。柱状構造はす

べての試料で観察され、柱の密度は反応ガス圧

が高くなるに従い減少する[3]。スピン密度は、

成膜時の反応ガス圧が高くなるに従い増加し

た。N2ガス導入時（19 Pa）の抵抗率 は真空

時（2 Pa）に比べて低い値を示した。ガス導入

前およびガス導入中の抵抗率をそれぞれ0 お

よびtとし、ガス感度 S を(0-t)/0と定義し

た。S の最大値は柱の密度が低くなるに従い、

2.8%から 1.1%に減少した。各試料の真空中と

N2 ガス雰囲気でのスピン密度の比は、a-CNx

薄膜の構造に依存せず同様の値となった。この

ことから、a-CNx薄膜の柱界面を多くすること

でガス感度 S を向上できる可能性があること

がわかった。 
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